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В настоящее время наблюдается повышенный интерес к синтезу пленок на базе материалов Ge-Si-Sn главным образом методами молекулярно-лучевой (МЛЭ) и газофазной эпитаксии (ГФЭ). Соединения GeSn, GeSiSn, SiSn привлекают внимание в связи с возможным применением в КМОП-технологиях [1], а также фотонике [2]. Для содержания Sn 12.6% получен прямозонный материал GeSn и на его основе сделан макет лазера [3]. Несмотря на обилие работ по росту пленок Ge-Si-Sn, мало изучено влияние Sn на морфологию поверхности и сверхструктуру, что является важным для получения монокристаллических пленок приборного качества.
Методами дифракции быстрых электронов (ДБЭ), атомно-силовой (АСМ) и сканирующей туннельной микроскопии (СТМ) была изучена морфология поверхности во время роста слоев Ge, GeSn, GeSiSn на подложках Si(100).При росте Ge в присутствии Sn впервые наблюдали ступенчатое концентрическое расположение островков Ge вокруг ямок (рис. 1). Формирование таких ямок может быть связано с неоднородным распределением напряжений в пленке.[image: image1.jpg]


 Были изучены начальные стадии роста и получены зависимости критической толщины смачивающего слоя для структур Ge, GeSn, GeSiSn при различных составах соединений в диапазоне температур 150 – 450°C. Также изучено влияние напряжений на рост таких структур путем изменения несоответствия параметра решетки растущей пленки и подложки Si от 2 до 5%. 
На основе проведенных исследований были получены монокристаллические пленки Ge-Si-Sn в широком диапазоне составов.
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Рис. 1. АСМ изображение поверхности Ge на Si(100) в присутствии Sn.









